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(57) Abstract: The present invention relates to a method for
manufacturing a structure comprising a plurality of cavities con-
fined between a thin layer and a carrier substrate, the method
comprising the following steps: a) providing a donor substrate
and a carrier substrate; b) implanting first light species into the
donor substrate to form a uniform buried weakened plane which
defines, together with the front face of the donor substrate, the
thin layer to be transferred; c) locally implanting second species
into the donor substrate so as to introduce these species into the
uniform buried weakened plane only at second regions so as to
form a functional buried weakened plane having: first regions
comprising the first light species and not the second species, and
the second regions comprising the first light species and the sec-
ond species; d) forming a plurality of cavities that open onto a
front face of the donor substrate or of the carrier substrate; e)
joining, by direct bonding, the donor substrate to the carrier sub-
strate, via their respective front faces, to form a bonded structure
in which the cavities are vertically in line with either the first re-
gions or the second regions of the functional buried weakened
plane; f) applying a heat treatment to the bonded structure in or-
der to cause spontaneous separation along the functional buried
weakened plane and form the structure on the one hand and the
rest of the donor substrate on the other hand.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de
fabrication d'une structure comprenant une pluralité de cavités
confinées entre une couche mince et un substrat support, com-
prenant les étapes suivantes : a) la
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fourniture d'un substrat donneur et d'un substrat support; b) I'implantation de premieres espéces légeres dans le substrat donneur, pour
former un plan fragile enterré uniforme délimitant avec la face avant du substrat donneur, la couche mince a transférer; c) 1'implantation
localisée de deuxiemes especes dans le substrat donneur de maniére a in— troduire lesdites especes dans le plan fragile enterré uniforme
uniquement au niveau de deuxi¢mes zones, pour former un plan fragile enterré fonctionnel présentant : des premieres zones comportant
les premicres especes légeres et non les deuxiémes especes, et les deuxieémes zones, comportant les premiéres especes légeres et les
deuxiemes espéces; d) la formation d'une pluralité de cavités débouchant au niveau d'une face avant du substrat donneur ou du substrat
support; ) l'assemblage par collage direct du substrat donneur sur le substrat support, au niveau de leurs faces avant respectives, pour
former une structure collée dans laquelle les cavités se trouvent a 'aplomb soit des premicres zones, soit des deuxieémes zones du plan
fragile enterré fonctionnel; f) l'application d'un traitement thermique a la structure collée pour provoquer la séparation spontanée le long
du plan fragile enterré fonctionnel et former d'une part la structure et d'autre part le reste du substrat donneur.



